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1- Intérét des nanostructures IlI-V
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2- Elaboration des nanostructures lll -V

au laboratoire
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Equipement

Propriétés thermoélectriques de nanostructures lll-  V

Cavité VECSEL
hybride Si/SiN InP
brasure Au/ln
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Etat de | 'art sur InP : ErAs/InGaAlAs
’NSA Réduction de la conductivité thermique
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Temperature (K)

W. Kim et al., Phys. Rev. Lett. 30, 045901 (2006)
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ErAs/InGaAlAs
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Structure schématique de module de
générateur d’ErAs : InGaAlAs et Bi2Te3
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Effet de taille des boites quantiques dans une simp
chaine InAs/GaAs
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Proprietés thermoeélectriques des chaines
INSA a boites quantiques
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Yadav et al.

J.Appl.Phys.105,093711 (2009)s
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Controle de la morphologie des boites quantique

Auto-organisées
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Images AFM de 1x1 um 2 de nanostructures d’ InAs sur InP (100)

en fonction du flux d’arsenic a 480C
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InAs sur InP (001)
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As,+P,
5 ooy 20 rvn
l l l Echange As/P 2 caps InP
In In T l
InAsP en tension
¢ 55 e x 20
1% cap InP m Un 1° cap InP et
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Schéma de la procédure DC

Observation par X-STM (TUe) des/BQs realisées suiva ntla
procédure DC en utilisant deux caps quaternaires Ga  InAsP

R 11
Foton
GDR Thermoélectricité 6-7 juillet 2010

Institul National des Sciences Appliquees

Ecole publique d'ingénieurs



Empilement des plans
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— 10 nm ToRe S : T

Microscopie électronique en transmission (CEMES Toulouse) (axe de zone [11_0], champ
sombre (g113)) d'une structure d'llots DC d'InAs/In P (en noir) a 9 plans (dernier plan non

Images AFM des derniers plans d'empilements de
BQ d'InAs DC / Q1,18 faible flux d‘arsenic, 20nm de
période (d'aprés These P. Caroff)
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Propriétes optiques des empilements des boites

'INSD quantiques auto-organisées InAs sur InP(311)B
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R. Oshima et al.
Journal of Crystal Growth 301-302 (2007) 776-780
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Image topographique AFM de 100
couches empilées de boites quantiques —
InAs sur InP(311)B 300 nm

Vue en coupe d'une image TEM d’une structure
empilée des boites quantiques InAs
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3- Mesures de conductivit € thermique par la
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Thermoélectricité (1)

Geénerateur de fréquences
Echantillon

Boitier électronique de compensation
David G. Cabhill

Rev. Sci. Instrum. 61 (2), February 1990
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Exemple de mesure & 10Hz Sonde platine Pt100, carte
/ convertisseur CAN 6024 E (amplitude 10 V, 10=50mA)
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Mesures de coefficient Seebeck
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Intérét des matériaux 1-V
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La dépendance conductivité thermigue-temperature
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T. Borca-Tasciuc et al.
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, VOLUME 92, NUMBER 9,1 NOVEMBER 2002
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Comparaison de mesures exp érimentales avec le
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Amplitude V3w vs 2*fréquence

Calcul Intégrale Cahill
* mesures

e forme approchée Canhill JAP 81(6) 2590 |

A =1.2 W/K.m; % conductivité thermique
6 r,C=1.586160e6; produit masse volumique capacité massique verre - _ I 0 X RO X a R X AT 0

1,=20mA V 3w - 2

ar=0.00203; Coeff TCR
5r- Mesures & 5V -

tension en mV
=

A = 1.2 W/m.K

verre

D.G. Cahill, Review. of Scientific Instrument, “Ther = mal conductivity

measurement from 30.to 750 K: the 3 Omega method”, Vol. 61,-N2, * 22
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